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PREFACE

Le présent amendement a été établi par le Comité d’Etudes n° 47 de la CEL: Dispositifs a
semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

47(BC)1042 : 47(BC)1110

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus don
ayant abouti & I'approbation de cet amendement.

Page 200

Chapitre 1V, Section yn

Ajouter, aprés l'a

15 Méthoc@

15.1 Rappgrt
en émett

MesurerJe
émetteurcomm

ort des valeurs statiques des rapports de transfert du courant direct pn
des transistors bipolaires appariés, dans des conditions spécifiées.
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PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

47(C0)1042 47(CO)1110

Full information on the voting for the approval of this amendment
Voting Report indicated in the above table.
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Chapter IV, Section one



https://iecnorm.com/api/?name=de0387942fe1ce6b1481d8521ef32362

-4 - 747-7 amend. 1 © CEI

15.1.2 Schéma
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transistors appariés en mesuyre

T, =
2
= ce voltmétre peut étre omis

T,
Ve

NOTE - R, etR,

Mesureriles courants de base lB1 et ’Ba-

Calculer le rapport des valeurs statiques des rapports de transfert de courant en émetteyr
commun h, /h

21E1'""21E2
oit m o2 our I, < I,,)
soit comme (p 82 < Igq
B1 .
oit comm 'e1 {pour | L)
soit comme pour Iy, > Ig,
B2

Le rapport est le quotient dela plus petite valeur divisée par la plus grande.
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15.1.2 Circuit diagram

CEl 469191

then-calculated

TVF ratio-of static values of common-emitter forward current transfer ratios h21E1/h21 E2 is

. lg2
either as (for Ig, < Ig,)
B1
g1
or as (for Ig, > Ig,)
B2

The ratio is the smaller value divided by the larger value.
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15.1.4 Conditions spécifiées
- Température ambiante ou température de boitier.
- Courant collecteur (/).
- Tension collecteur-émetteur (V).

16.2 Différence entre les tensions base-émetteur (Vg — Vpe,)

15.2.1 But

Mesurer la valeur de la différence entre les tensions base-émetteur des transisthrs
appariés, dans des conditions spécifiées.

15.2.2 Schéma

Voir Figure 53

15.2.3 Exécution

Régler la température a la valeur spécifiée.

Ajuster V., A, et A, afin que les valeurs
chaque transistor.

Voir Figure 53

4 00 oacd F3i
LIRS LR FEv ] ATLUUIVIT

¢

Régler la température & la valeur spécifice, T,, de préférence 25 °C.

Ajuster V., R, et A, afin que les valeurs spécifiées de V. et /. soient atteintes pour
chaque transistor.

Noter la valeur de la différence entre les tensions base-émetteur indiquée par le volt-
meétre V,.
2
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15.1.4 Specified conditions
- Ambient or case temperature.
- Collector current (/).
- Collector-emitter voltage (Vg)-

15.2 Difference of base-emitter voltages (Vggq — Vaeo)

Té measure the value of the difference between the base-emitter voltages of matched-pair
transistors under specified conditions.

15.2.2 Circuit diagram

See Figure 53

15.2.3 Measurement procedure

The temperature is set to the specified value.

o' Ay and R, are adjusted so that, for each transistor ecified values of Vg and
are reached.

o<

The value of the difference of the base-em 3 is read-from the voltmeter V2 .

madh

b.2.4 Specified conditions
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16.3.2 Circuit diagram

See Figure 53

15.3-3—Mezgsurement procedure

The temperature is set to the specified value T,, preferably 25 °C.

Voor Rs and A, are adjusted so that, for each transistor, the specified values of V¢ and
I are reached.

The value of the difference of the base-emitter voltages is noted from the voitmeter V, .
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Régler alors la température a une valeur spécifiée plus élevée T,
Si cela est nécessaire, régler & nouveau les courants collecteurs & leur valeur initiale.

Noter la valeur de la différence entre les tensions base-émetteur indiquée par le volt-
métre V,.

Calculer la valeur absolue de la différence entre la valeur mesurée a T, et celle mesurée

ar,.

15.3.4 Conditions spécifiées
- Température ambiante ou température de boitier T, si elle di

- Température ambiante ou température de boitier 7,,.
- Courant collecteur (/.).
- Tension collecteur-émetteur (Vg).

°C.
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